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Abstract (en)
[origin: WO9208250A1] A semiconductor device for detecting radiation includes a plurality of doped quantum wells having at least two bound states
which are surrounded by a plurality of superlattice barrier layers having a miniband with an average energy that is approximately equal to one of
the bound states of the quantum wells. Carriers photoexcited from the ground state to the excited states of the doped quantum wells are swept
into the miniband by an externally applied electric field for collection as photocurrent. As a result, a wide range of quantum well widths and barrier
heights along with a variety of materials and carrier types may be used so that an easier process of fabricating the semiconductor device results
while providing improved device characteristic such as lowering the dark current.

Abstract (fr)
Un dispositif à semi-conducteur servant à détecter les rayonnements comprend une multiplicité de puits quantiques dopés présentant au moins
deux états liés qui sont entourés par une multiplicité de couches d'arrêt en forme de super-réseau et présentant une minibande dont l'énergie
moyenne est approxivmativement égale à l'un des états liés des puits quantiques. Des porteurs photoexcités de l'état fondamental aux états excités
des puits quantiques dopés sont balayés dans la minibande par un champ électrique appliqué de l'extérieur afin qu'ils soient amassés sous forme
d'un photocourant. En conséquence, une large plage de largeurs de puits quantiques et de hauteurs de barrière ainsi qu'une variété de matériaux et
de types de porteurs peuvent être utilisés, de sorte qu'il en résulte un procédé de fabrication plus aisé du dispositif à semi-conducteur ainsi que des
caractéristiques de dispositif améliorées telles qu'un courant d'obscurité plus bas.
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